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１．概要（Summary） 

 前回の炭化ケイ素の深堀ドライエッチング検討の

条件をもとに、更なる深掘り検討および流路の作製に

ついて技術相談を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

 フォトリソグラフィーによるメタルマスク形成、お

よびドライエッチングによる炭化ケイ素の加工を行

った。 

利用機器：マスクアライナ、イオンビームスパッタ、

ドライエッチング装置等 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 深掘り用にメタルマスクの作製を行った。各種金属

による耐久性、最終構造物を作製した場合への影響な

どいくつかの条件について検討を行った。最終的には

Fig.1 に示すようなテストパターンに対して、50 ミク

ロンを超える深さのエッチング加工ができた。一方、

エッチング深さが数十ミクロンを超えると、表面粗さ

が大きくなった。表面平滑性を保った状態でのエッチ

ングには更なる条件検討が必要である。 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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Fig. 1 Photograph of a fabricated SiC mold 


